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다결정 결정성장 공정에서 다결정 실리콘 잉곳은 결정이 성장 되면서 결정형태가 부정형의 

여러 가지 형태로 이루어지므로 다결정화가 일어난다. 이 공정은 생산성이 높은 반면 부위별 

결정 구조가 일정하지 않아 주어진 크기의 기판(웨이퍼)로 절단된 후 웨이퍼 간 성능에 군 

간, 군 내 편차가 발생할 수 있는 단점이 존재하며, 상부 쪽에 불순물이 많으면 전체 잉곳이 

평균적으로는 6N 급으로 만들었다 할지라도 상부 부분은 6N 급으로 만들어지지 않아서 전

지를 만든다고 해도 전원을 만들어 내는 능력이 떨어 질 수 밖에 없음. 또 하부 쪽에서는 열 

충격을 많이 주어 계속 Cooling 작업이 이루어지는 부분으로 하부 결정결함이 생길 가능성

이 많다. 이 결정결함은 갈라짐, 일어남 같은 것으로 나타나게 된다. 그리하여 중심부를 가지

고 웨이퍼링을 하게 되므로 많은 잉곳을 활용할 수 없어 재료의 손실이 크게 된다. 결정구조 

또는 결정격자 크기를 상업적 생산에 적합한 편차 내로 제조할 수만 있다면 이 공정은 매우 

생산성이 높은 공정이라 할 수 있음. 하지만 이 부분이 냉각 메커니즘에 의해 매우 다르게 형

성됨으로 같은 batch의 생산 HEM의 이러한 단점을 개선 보완하는 연구는 산업적으로 필수

적이라 할 수 있다. 본 연구에서는 CGSim을 이용하여 다결정 결정성장 공정의 Simulation을 

통하여 잉곳의 결정결함과 불순물 함유량을 줄이기 위한 방법을 모색하였다. 


